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Dinaphtho[2,3-b:2’,3’-f]thieno[3,2-b]thiophene (DNTT)は高性能、高安定性な有機半導体の一つ

と考えられている [1]。ゲート絶縁膜の界面におけるキャリアダイナミクスを明らかにするた

め、我々は様々な試料構造を持った金属/絶縁体/半導体(MIS)キャパシタ(Al/AlOx/DNTT/Au)

を作製し、そのアドミッタンス Y(ω) = G(ω) + jωC(ω)の周波数依存性を測定してきた[2]。前回

報告したように、C(ω)における二つのスロープのそれぞれに対応して G(ω)/ωにおいて二つの

ピークが観測された。高周波数側のピーク PHの高さは Au で覆われた DNTT の面積に比

例していることから、PHは Au 電極から覆われた DNTT へのキャリア注入のためと考えら

れる。一方、低周波側のピーク PLの高さは覆われていない DNTT の面積に比例し、その

ピーク周波数は覆われていない DNTT の長さに依存することから、PL は覆われた DNTT

から覆われていない DNTT へのキャリアの拡散によるものと考えられる。 

本発表では PLに注目し、一次元拡散方程式を数値的に解いて実験結果と比べた。  

 

 

 

ここで、D, µ, ρはそれぞれ DNTT の拡散係

数、移動度、キャリア濃度であり、L は覆

われていない DNTT の長さである。また、

C’ox と C’H は単位面積当たりの絶縁膜容

量と高周波容量である。図 1 に示されて

いるように計算は実験を良く再現してい

る。また、この計算からドリフト電流が

支配的であることが明らかになった。 
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図 1 DNTT ベース MIS キャパシタの G/ωの周波数
依存性。 
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